








その他のタイトル Bulk lifetime of free carriers evaluated by
parallel dual laser-beam technique: Evaluation
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 B-doped (p-type) で比抵抗が約 20 cm である直






















Distance between IR and YAG laser beams (m) 
 
図１ 
拡散長：205 m 
寿命：18 s 
図 2 
図 3 
拡散長：261 m 
寿命：29 s 
